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HO1L 21/02
Symbol Typ Titel
H Sektion Sektion H — Elektrotechnik
HO1 Klasse Grundlegende elektrische Bauteile
HO1L Unterklasse Halbleiterbauelemente; elektrische Festkérperbauelemente, soweit nicht anderweitig
vorgesehen (Anwendung von Halbleiterbauelementen fiir Messzwecke G01;
Widerstande allgemein HO1C; Magnete, Induktoren, Umformer HO1F; Kondensatoren
allgemein HO1G; elektrolytische Bauelemente HO1G 9/00; Batterien, Akkumulatoren
HO1M; Wellenleiter, Resonatoren oder Ubertragungsleitungen des Wellenleitertyps
HO1P; Leitungsverbinder, Stromabnehmer HO1R; Bauelemente mit stimulierter
Emission HO1S; elektromechanische Resonatoren HO3H; Lautsprecher, Mikrofone,
Plattenspieler oder sonstige akustische elektromechanische Wandler HO4R; elektrische
Lichtquellen allgemein HO5B; gedruckte Schaltungen, Hybridschaltungen, Gehause
oder konstruktive Einzelheiten von elektrischen Geriten, Herstellung von Baugruppen
aus elektrischen Schaltungselementen HO5K; Anwendung von Halbleiterbauelementen
in Schaltungen fiir besondere Anwendungen, siehe die Unterklasse fiir die Anwendung)
[2]
HO1L 21/00 Hauptgruppe Verfahren oder Gerite, besonders ausgebildet fiir die Herstellung oder Behandlung von
Halbleiter- oder Festkorperbauelementen oder Teilen davon [1, 2006.01]
HO1L 21/02 1-Punkt Untergruppe . Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen oder Teilen davon [2, 6, 2006.01]
HO1L 21/027 2-Punkt Untergruppe . Herstellung von Masken auf Halbleiterkérpern fur ein folgendes fotolithografisches Verfahren, soweit nicht
von HO1L 21/18 oder HO1L 21/34 umfasst [5]
HO1L 21/033 3-Punkt Untergruppe . aus anorganischen Schichten [5]
HO1L 21/04 2-Punkt Untergruppe . Bauelemente mit mindestens einer Potenzialsprung-Sperrschicht oder Oberflachensperrschicht, z.B. PN-
Ubergang, Verarmungsschicht, Anreicherungsschicht [2]
HO1L 21/06 3-Punkt Untergruppe . Bauelemente mit Halbleiterkérpern aus elementarem Selen oder Tellur, das sich jedoch nicht in Form von
Fremdstoffen in Halbleiterkdrpern aus anderen Materialien befinden soll [2]
HO1L 21/08 4-Punkt Untergruppe . Vorbereitung der Grundplatte [2]
HO1L 21/10 4-Punkt Untergruppe . Vorbehandlung des Selens oder Tellurs, sein Aufbringen auf die Grundplatte oder die nachfolgende
Behandlung der Anordnung [2]
HO1L 21/103 5-Punkt Untergruppe ..... Uberfilhrung des Selens oder Tellurs in den leitenden Zustand [2]
HO1L 21/105 5-Punkt Untergruppe ..... Behandlung der Oberflache der Selen- oder Tellurschicht nach ihrer Uberfiihrung in den leitenden
Zustand [2]
HO1L 21/108 5-Punkt Untergruppe ..... Einbau diskreter isolierender Schichten, d.h. nichtgenetischer Sperrschichten [2]
HO1L 21/12 4-Punkt Untergruppe . Anbringen einer Elektrode an die freigelegte Selen- oder Telluroberflache, nachdem das Selen oder
Tellur auf die Grundplatte aufgebracht worden ist [2]
HO1L 21/14 4-Punkt Untergruppe . Behandlung des vollstandigen Bauelements, z.B. Elektroformierung zum Herstellen einer Sperrschicht
(2]
HO1L 21/145 5-Punkt Untergruppe . .... Alterung [2]
HO1L 21/16 3-Punkt Untergruppe . Bauelemente mit Halbleiterkdrpern aus Kupfer(l)-Oxid oder Kupfer(l)-lodid [2]
HO1L 21/18 3-Punkt Untergruppe . Bauelemente mit Halbleiterkdrpern aus Elementen der Gruppe IV des Periodensystems oder A, B, -
Verbindungen mit oder ohne Fremdstoffe, z.B. Dotierungsmaterialien [2, 6, 7]
HO1L 21/20 4-Punkt Untergruppe . Ablagerung von Halbleitermaterialien auf einem Substrat, z.B. epitaxiales Aufwachsen [2]
HO1L 21/203 5-Punkt Untergruppe ..... durch physikalische Ablagerung, z.B. Aufdampfen in Vakuum, Kathodenzerstdubung [2]




IPC 2010.01

HO1L 21/02
Symbol Typ Titel
HO1L 21/205 5-Punkt Untergruppe ..... durch Reduktion oder Zerlegung einer gasférmigen Verbindung, die ein festes Kondensat ergibt, d.h.
chemische Ablagerung [2]
HO1L 21/208 5-Punkt Untergruppe ..... durch Ablagerung aus der flussigen Phase [2]
HO1L 21/22 4-Punkt Untergruppe . ... Diffusion von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen oder aus einem

Halbleiterkdrper oder zwischen Halbleiterbereichen; Rickverteilung von Fremdstoffen, z.B. ohne
Zufiihren oder Entfernen von weiteren Dotierstoffen [2]

HO1L 21/223 5-Punkt Untergruppe . .... durch Diffusion in einen oder aus einem Festkdrper aus einer oder in eine gasférmige Phase [2]

HO1L 21/225 5-Punkt Untergruppe ..... durch Diffusion in einen oder aus einem Festkdrper aus einer oder in eine feste Phase, z.B. eine dotierte
Oxidschicht [2]

HO1L 21/228 5-Punkt Untergruppe ..... durch Diffusion in einen oder aus einem Festkdrper aus einer oder in eine flissige Phase, z.B.
Legierungs-Diffusions-Verfahren [2]

HO1L 21/24 4-Punkt Untergruppe .... Einlegieren von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen
Halbleiterkdrper [2]

HO1L 21/26 4-Punkt Untergruppe .... Beschuss mit Wellen- oder Korpuskularstrahlung [2]

HO1L 21/261 5-Punkt Untergruppe ..... um durch Kernumwandlung transmutierte chemische Elemente zu erzeugen [6]

HO1L 21/263 5-Punkt Untergruppe ..... mit hochenergetischer Strahlung (HO1L 21/261 hat Vorrang) [2, 6]

HO1L 21/265 6-Punkt Untergruppe ...... wobei lonenimplantation erzeugt wird [2]

HO1L 21/266 7-Punkt Untergruppe ....... unter Verwendung von Masken [5]

HO1L 21/268 6-Punkt Untergruppe ...... mit elektromagnetischer Strahlung, z.B. Laser-Strahlung [2]

HO1L 21/28 4-Punkt Untergruppe .... Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkérpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen,

soweit nicht in HO1L 21/20-HO1L 21/268 vorgesehen [2]

HO1L 21/283 5-Punkt Untergruppe ..... Ablagerung von leitenden oder isolierenden Materialien fir Elektroden [2]

HO1L 21/285 6-Punkt Untergruppe ...... aus der Gas- oder Dampfphase, z.B. Kondensation [2]

HO1L 21/288 6-Punkt Untergruppe ...... aus der flussigen Phase, z.B. elektrolytische Ablagerung [2]

HO1L 21/30 4-Punkt Untergruppe .... Behandlung von Halbleiterkdrpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht

von HO1L 21/20-HO1L 21/26 umfasst (Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkdrpern HO1L 21/28) [2]
HO1L 21/301 5-Punkt Untergruppe . .... zur Unterteilung eines Halbleiterkérpers in Einzelelemente (Sagen, Schneiden HO1L 21/304) [6]

HO1L 21/302 5-Punkt Untergruppe ..... zur Anderung der physikalischen Oberflachenbeschaffenheit oder zur Anderung der Form, z.B. Atzen,
Polieren, Sagen, Schneiden [2]

HO1L 21/304 6-Punkt Untergruppe ...... Mechanische Behandlung, z.B. Schleifen, Polieren, Sdgen, Schneiden [2]

HO1L 21/306 6-Punkt Untergruppe ...... Chemische oder elektrische Behandlung, z.B. elektrolytisches Atzen (zur Bildung isolierender
Schichten HO1L 21/31; Nachbehandlung isoliernder Schichten HO1L 21/3105) [2]

HO1L 21/3063 7-Punkt Untergruppe ....... Elektrolytisches Atzen [6]

HO1L 21/3065 7-Punkt Untergruppe ....... Plasmaatzen; Reaktives lonenatzen [6]

HO1L 21/308 7-Punkt Untergruppe ....... unter Verwendung von Masken (HO1L 21/3063 , HO1L 21/3065 haben Vorrang) [2, 6]

HO1L 21/31 5-Punkt Untergruppe ..... zur Bildung isolierender Schichten auf Halbleiterkdrpern, z.B. fur Maskierungszwecke oder bei

Verwendung fotolithografischer Techniken (Schutzschichten HO1L 21/56); Nachbehandlung dieser
Schichten; Auswahl von Materalien fir diese Schichten [2, 5]
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HO1L 21/3105 6-Punkt Untergruppe ...... Nachbehandlung [5]
HO1L 21/311 7-Punkt Untergruppe ....... Atzen isolierender Schichten [5]
HO1L 21/3115 7-Punkt Untergruppe ....... Dotieren isolierender Schichten [5]
HO1L 21/312 6-Punkt Untergruppe ...... Organische Schichten, z.B. Fotolack (HO1L 21/3105 , HO1L 21/32 haben Vorrang) [2, 5]
HO1L 21/314 6-Punkt Untergruppe ...... Anorganische Schichten (HO1L 21/3105 , HO1L 21/32 haben Vorrang) [2, 5]
HO1L 21/316 7-Punkt Untergruppe ....... zusammengesetzt aus Oxiden oder glasigen Oxiden oder Glasern auf Oxidbasis [2]
HO1L 21/318 7-Punkt Untergruppe ....... zusammengesetzt aus Nitriden [2]
HO1L 21/32 6-Punkt Untergruppe ...... unter Verwendung von Masken [2, 5]
HO1L 21/3205 6-Punkt Untergruppe ...... Aufbringen nicht isolierender Schichten, z.B. leitender Schichten oder Widerstandsschichten auf
isolierende Schichten; Nachbehandlung dieser Schichten (Herstellung von Elektroden HO1L 21/28) [5]
HO1L 21/321 7-Punkt Untergruppe ....... Nachbehandlung [5]
HO1L 21/3213 8-Punkt Untergruppe ........ Physikalisches oder chemisches Atzen der Schichten, z.B. um eine gemusterte Schicht aus einer
zuvor durchgehend abgeschiedenen Schicht zu erzeugen [6]
HO1L 21/3215 8-Punkt Untergruppe ........ Dotieren der Schichten [5]
HO1L 21/322 5-Punkt Untergruppe . .... zur Anderung ihrer inneren Eigenschaften, z.B. zur Erzeugung von Gitterfehlern [2]
HO1L 21/324 5-Punkt Untergruppe ..... Thermische Behandlung zum Andern der Eigenschaften von Halbleiterkdrpern, z.B. Tempern, Sintern (
HO1L 21/20-HO1L 21/288 und HO1L 21/302-HO1L 21/322 haben Vorrang) [2]
HO1L 21/326 5-Punkt Untergruppe ..... Anwendung von elektrischen Strémen oder Feldern, z.B. zur Elektroformierung (HO1L 21/20-HO1L
21/288 und HO1L 21/302-HO1L 21/324 haben Vorrang) [2]
HO1L 21/328 4-Punkt Untergruppe . Mehrstufenprozesse zur Herstellung von bipolaren Bauelementen, z.B. Dioden, Transistoren, Thyristoren
(5]
HO1L 21/329 5-Punkt Untergruppe ..... bei denen das Bauelement eine oder zwei Elektroden aufweist, z.B. Dioden [5]
HO1L 21/33 5-Punkt Untergruppe . .... bei denen das Bauelement drei oder mehr Elektroden aufweist [5]
HO1L 21/331 6-Punkt Untergruppe ...... Transistoren [5]
HO1L 21/332 6-Punkt Untergruppe ...... Thyristoren [5]
HO1L 21/334 4-Punkt Untergruppe . Mehrstufenprozess zur Herstellung von unipolaren Bauelementen [5]
HO1L 21/335 5-Punkt Untergruppe . .... Feldeffekt-Transistoren [5]
HO1L 21/336 6-Punkt Untergruppe ...... mit einem isolierten Gate [5]
HO1L 21/337 6-Punkt Untergruppe ...... mit einem PN-Sperrschicht- Gate [5]
HO1L 21/338 6-Punkt Untergruppe ...... mit einem Schottky-Gate [5]
HO1L 21/339 5-Punkt Untergruppe . .... Bauelemente mit Ladungsubertragung [5, 6]
HO1L 21/34 3-Punkt Untergruppe . Bauelemente mit Halbleiterkdrpern, soweit nicht von HO1L 21/06 , HO1L 21/16 und HO1L 21/18 umfasst,
mit oder ohne Fremdstoffe, z.B. Dotierungsmaterialien [2]
HO1L 21/36 4-Punkt Untergruppe .... Ablagerung von Halbleitermaterialien auf einem Substrat, z.B. epitaxiales Aufwachsen [2]
HO1L 21/363 5-Punkt Untergruppe . .... durch physikalische Ablagerung, z.B. Aufdampfen in Vakuum, Kathodenzerstaubung [2]
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HO1L 21/365 5-Punkt Untergruppe ..... durch Reduktion oder Zerlegung einer gasférmigen Verbindung, die ein festes Kondensat ergibt, d.h.
chemische Ablagerung [2]
HO1L 21/368 5-Punkt Untergruppe ..... durch Ablagerung aus der flussigen Phase [2]
HO1L 21/38 4-Punkt Untergruppe . Diffusion von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen oder aus einem
Halbleiterkdrper oder zwischen Halbleiterbereichen [2]
HO1L 21/383 5-Punkt Untergruppe ..... durch Diffusion in einen oder aus einem Festkérper aus einer oder in eine gasférmige Phase [2]
HO1L 21/385 5-Punkt Untergruppe . .... durch Diffusion in einen oder aus einem Festkérper aus einer oder in eine feste Phase, z.B. eine dotierte
Oxidschicht [2]
HO1L 21/388 5-Punkt Untergruppe ..... durch Diffusion in einen oder aus einem Festkdrper aus einer oder in eine fllissige Phase, z.B.
Legierungs-Diffusions-Verfahren [2]
HO1L 21/40 4-Punkt Untergruppe . Einlegieren von Fremdstoffen, z.B. Dotierungsmaterialien, Elektrodenmaterialien, in einen
Halbleiterkdrper [2]
HO1L 21/42 4-Punkt Untergruppe . Beschuss mit Strahlung [2]
HO1L 21/423 5-Punkt Untergruppe ..... mit hochenergetischer Strahlung [2]
HO1L 21/425 6-Punkt Untergruppe ...... wobei lonenimplantation erzeugt wird [2]
HO1L 21/426 7-Punkt Untergruppe ....... unter Verwendung von Masken [5]
HO1L 21/428 6-Punkt Untergruppe ...... mit elektromagnetischer Strahlung, z.B. Laser-Strahlung [2]
HO1L 21/44 4-Punkt Untergruppe . Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkérpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen,
soweit nicht in HO1L 21/36-HO1L 21/428 vorgesehen [2]
HO1L 21/441 5-Punkt Untergruppe ..... Ablagerung von leitenden oder isolierenden Materialien flr Elektroden [2]
HO1L 21/443 6-Punkt Untergruppe ...... aus der Gas- oder Dampfphase, z.B. Kondensation [2]
HO1L 21/445 6-Punkt Untergruppe ...... aus der fllissigen Phase, z.B. elektrolytische Ablagerung [2]
HO1L 21/447 5-Punkt Untergruppe . .... unter Anwendung von Druck, z.B. Thermokompression (HO1L 21/607 hat Vorrang) [2]
HO1L 21/449 5-Punkt Untergruppe ..... unter Anwendung mechanischer Schwingungen, z.B. Ultraschallschwingungen [2]
HO1L 21/46 4-Punkt Untergruppe . Behandlung von Halbleiterkérpern unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit nicht in
HO1L 21/36-HO1L 21/428 vorgesehen (Herstellung von Elektroden auf Halbleiterkérpern HO1L 21/44) [2]
HO1L 21/461 5-Punkt Untergruppe . .... zur Anderung der physikalischen Eigenschaften ihrer Oberflache oder ihrer Form, z.B. Atzen, Polieren,
Schneiden [2]
HO1L 21/463 6-Punkt Untergruppe ...... Mechanische Behandlung, z.B. Schleifen, Ultraschallbehandlung [2]
HO1L 21/465 6-Punkt Untergruppe ...... Chemische oder elektrische Behandlung, z.B. elektrolytisches Atzen (zur Bildung isolierender
Schichten HO1L 21/469) [2]
HO1L 21/467 7-Punkt Untergruppe ....... unter Verwendung von Masken [2]
HO1L 21/469 6-Punkt Untergruppe ...... zur Bildung isolierender Schichten auf Halbleiterkdrpern, z.B. fiir Maskierungszwecke oder bei
Verwendung fotolithografischer Techniken (Schutzschichten HO1L 21/56); Nachbehandlung dieser
Schichten [2, 5]
HO1L 21/47 7-Punkt Untergruppe ....... Organische Schichten, z.B. Fotolack (HO1L 21/475 , HO1L 21/4757 haben Vorrang) [2, 5]
HO1L 21/471 7-Punkt Untergruppe ....... Anorganische Schichten (HO1L 21/475 , HO1L 21/4757 haben Vorrang) [2, 5]
HO1L 21/473 8-Punkt Untergruppe ........ zusammengesetzt aus Oxiden oder glasigen Oxiden oder Glasern auf Oxidbasis [2]
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HO1L 21/475 7-Punkt Untergruppe ....... unter Verwendung von Masken [2, 5]

HO1L 21/4757 7-Punkt Untergruppe ....... Nachbehandlung [5]

HO1L 21/4763 6-Punkt Untergruppe ...... Aufbringen nicht isolierender Schichten, z.B. leitender Schichten oder Widerstandsschichten auf

isolierende Schichten; Nachbehandlung dieser Schichten (Herstellung von Elektroden HO1L 21/28) [5]

HO1L 21/477 5-Punkt Untergruppe ..... Thermische Behandlung zum Andern der Eigenschaften von Halbleiterkérpern, z.B. Tempern, Sintern (

HO1L 21/36-HO1L 21/449 und HO1L 21/461-HO1L 21/475 haben Vorrang) [2]
HO1L 21/479 5-Punkt Untergruppe . .... Anwendung von elektrischen Stromen oder Feldern, z.B. zur Elektroformierung (HO1L 21/36-HO1L
21/449 und HO1L 21/461-HO1L 21/477 haben Vorrang) [2]
HO1L 21/48 3-Punkt Untergruppe . Herstellung oder Behandlung von Teilen, z.B. Gehdusen, vor dem Zusammenbau der Bauelemente unter
Verwendung von Verfahren, soweit diese nicht in einer der Untergruppen HO1L 21/06-HO1L 21/326
vorgesehen sind [2]
HO1L 21/50 3-Punkt Untergruppe . Zusammenbau von Halbleiterbauelementen unter Verwendung von Verfahren oder Vorrichtungen, soweit
nicht in einer der Untergruppen HO1L 21/06-HO1L 21/326 vorgesehen [2]

HO1L 21/52 4-Punkt Untergruppe . Einbau von Halbleiterkérpern in Gehause [2]

HO1L 21/54 4-Punkt Untergruppe . Einbringen von Fillungen in Gehduse, z.B. Gasflllungen [2]

HO1L 21/56 4-Punkt Untergruppe . Einkapselungen, z.B. Schutzschichten, Uberziige [2]

HO1L 21/58 4-Punkt Untergruppe . Montage von Halbleiterbauelementen auf Unterlagen [2]

HO1L 21/60 4-Punkt Untergruppe . Anbringen von Anschlussleitungen oder anderen leitenden Teilen, die zur Stromleitung zu oder von

einem in Betrieb befindlichen Bauelement dienen [2]

HO1L 21/603 5-Punkt Untergruppe ..... unter Anwendung von Druck, z.B. Thermokompression (HO1L 21/607 hat Vorrang) [2]

HO1L 21/607 5-Punkt Untergruppe ..... unter Anwendung mechanischer Schwingungen, z.B. Ultraschallschwingungen [2]

HO1L 21/62 2-Punkt Untergruppe . Bauelemente ohne Potenzialsprung-Sperrschicht oder Oberflachensperrschicht [2]

HO1L 21/64 1-Punkt Untergruppe . Herstellung oder Behandlung von anderen Festkorperbauelementen als Halbleiterbauelementen oder Teilen
davon, die nicht in einer der Gruppen HO1L 31/00-HO1L 51/00 vorgesehenen sind [2, 2006.01]

HO1L 21/66 1-Punkt Untergruppe . Prifen oder Messen wahrend der Herstellung oder Behandlung [2]

HO1L 21/67 1-Punkt Untergruppe . Vorrichtungen, besonders ausgebildet zur Handhabung von Halbleiterbauelementen oder elektrischen
Festkdrperbauelementen wahrend ihrer Herstellung oder Behandlung; Vorrichtungen, besonders ausgebildet
zur Handhabung von Wafern wahrend der Herstellung oder Behandlung von Halbleiterbauelementen,
elektrischen Festkdrperbauelementen oder einzelnen Schaltungselementen [2006.01]

HO1L 21/673 2-Punkt Untergruppe . unter Verwendung besonders ausgebildeter Tragersysteme [2006.01]

HO1L 21/677 2-Punkt Untergruppe . zum Transportieren oder Fordern, z.B. zwischen verschiedenen Bearbeitungsstationen [2006.01]

HO1L 21/68 2-Punkt Untergruppe . zum Positionieren, Orientieren oder Justieren [2, 2006.01]

HO1L 21/683 2-Punkt Untergruppe . zum Aufnehmen oder Greifen (zum Positionieren, Orientieren oder Justieren HO1L 21/68) [2006.01]

HO1L 21/687 3-Punkt Untergruppe . mit mechanischen Mitteln, z.B. Halte-, Klemm- oder Pressvorrichtungen [2006.01]

HO1L 21/70 1-Punkt Untergruppe . Herstellung oder Behandlung von Bauelementanordnungen bestehend aus einer Vielzahl von einzelnen

Schaltungselementen oder integrierten Schaltungen, die in oder auf einem gemeinsamen Substrat
ausgebildet sind, oder von bestimmten Teilen hiervon; Herstellung von integrierten Schaltungsanordnungen
oder von bestimmten Teilen hiervon (Herstellung von Bauelementen, die aus vorgefertigten elektrischen
Schaltungselementen bestehen, HO5K 3/00 , HO5K 13/00) [2]
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HO1L 21/71 2-Punkt Untergruppe . Herstellung von bestimmten Teilen der in Gruppe HO1L 21/70 definierten Bauelementanordnungen (HO1L
21/28 , HO1L 21/44 , HO1L 21/48 haben Vorrang) [6]
HO1L 21/74 3-Punkt Untergruppe ... Ausbildung von vergrabenen Bereichen hoher Fremdstoffkonzentration, z.B. von vergrabenen
Kollektorschichten, inneren Verbindungen [2]
HO1L 21/76 3-Punkt Untergruppe ... Ausbildung von isolierenden Bereichen zwischen Schaltungselementen [2]
HO1L 21/761 4-Punkt Untergruppe . PN-Ubergénge [6]
HO1L 21/762 4-Punkt Untergruppe . Dielektrische Bereiche [6]
HO1L 21/763 4-Punkt Untergruppe . Polykristalline Halbleiterbereiche [6]
HO1L 21/764 4-Punkt Untergruppe . Luftspalte [6]
HO1L 21/765 4-Punkt Untergruppe . durch Feldeffekt isolierende Bereiche [6]
HO1L 21/768 3-Punkt Untergruppe ... Anbringen von Verbindungsleitungen, die zur Stromfihrung zwischen einzelnen Schaltungselementen
innerhalb eines Bauelements dienen [6]
HO1L 21/77 2-Punkt Untergruppe . Herstellung oder Behandlung von Bauelementanordnungen bestehend aus einer Vielzahl von einzelnen
Schaltungselementen oder integrierten Schaltungen, die in oder auf einem gemeinsamen Substrat
ausgebildet sind [6]
HO1L 21/78 3-Punkt Untergruppe . mit nachfolgender Unterteilung des Substrats in eine Vielzahl einzelner Bauelemente (Sagen oder
Schneiden zur Anderung der physikalischen Oberflachenbeschaffenheit oder der Form des
Halbleiterkdrpers HO1L 21/304) [2, 6]
HO1L 21/782 4-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Bauelementen, die aus einem einzelnen Schaltungselement bestehen (HO1L 21/82
hat Vorrang) [6]
HO1L 21/784 5-Punkt Untergruppe ..... wobei das Substrat ein Halbleiterkérper ist [6]
HO1L 21/786 5-Punkt Untergruppe ..... wobei das Substrat kein Halbleiterkérper, z.B. ein Isolierkérper, ist [6]
HO1L 21/82 4-Punkt Untergruppe . zur Herstellung von Bauelementen, die jeweils aus einer Vielzahl von Schaltungselementen bestehen,
z.B. integrierte Schaltungen [2]
HO1L 21/822 5-Punkt Untergruppe ..... wobei das Substrat ein Halbleiter ist und Silicium-Technologie verwendet wird (HO1L 21/8258 hat
Vorrang) [6]
HO1L 21/8222 6-Punkt Untergruppe ...... Bipolar-Technologie [6]
HO1L 21/8224 7-Punkt Untergruppe ....... Kombination von Vertikal- und Lateraltransistoren [6]
2
HO1L 21/8226 7-Punkt Untergruppe ....... MTL-Logik [Merged Transistor Logic] oder ] L-Logik [Integrierte Injektionslogik] [6]
HO1L 21/8228 7-Punkt Untergruppe ....... Komplementére Bauelemente, z.B. komplementare Transistoren [6]
HO1L 21/8229 7-Punkt Untergruppe ....... Speicher-Strukturen [6]
HO1L 21/8232 6-Punkt Untergruppe ...... Feldeffekt-Technologie [6]
HO1L 21/8234 7-Punkt Untergruppe ....... MIS-Technologie [6]
HO1L 21/8236 8-Punkt Untergruppe ........ Kombination von Transistoren vom Anreicherungs- und Verarmungstyp [6]
HO1L 21/8238 8-Punkt Untergruppe ........ Komplementare Feldeffekt-Transistoren, z.B. CMOS [6]
HO1L 21/8239 8-Punkt Untergruppe ........ Speicher-Strukturen [6]
HO1L 21/8242 9-Punkt Untergruppe ......... Strukturen fiir dynamische RAM-Speicher [DRAM] [6]
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HO1L 21/8244 9-Punkt Untergruppe ......... Strukturen fir statische RAM-Speicher [SRAM] [6]
HO1L 21/8246 9-Punkt Untergruppe ......... Strukturen fir ROM-Speicher [6]
HO1L 21/8247 10-Punkt Untergruppe .......... elektrisch programmierbare [EPROM] [6]
HO1L 21/8248 6-Punkt Untergruppe ...... Kombination von Bipolar- und Feldeffekt-Technologie [6]
HO1L 21/8249 7-Punkt Untergruppe ....... Bipolar- und MOS-Technologie [6]
HO1L 21/8252 5-Punkt Untergruppe ..... wobei das Substrat ein Halbleiter ist und Ill-V-Technologie verwendet wird (HO1L 21/8258 hat Vorrang)
(6]
HO1L 21/8254 5-Punkt Untergruppe ..... wobei das Substrat ein Halbleiter ist und II-VI-Technologie verwendet wird (HO1L 21/8258 hat Vorrang)
[6]
HO1L 21/8256 5-Punkt Untergruppe ..... wobei das Substrat ein Halbleiter ist und Technologien verwendet werden, die nicht von einer der
Gruppen HO1L 21/822 , HO1L 21/8252 oder HO1L 21/8254 umfasst werden (HO1L 21/8258 hat Vorrang)
(6]
HO1L 21/8258 5-Punkt Untergruppe ..... wobei das Substrat ein Halbleiter ist und eine Kombination von Technologien aus den Gruppen HO1L
21/822 , HO1L 21/8252 , HO1L 21/8254 oder HO1L 21/8256 verwendet wird [6]
HO1L 21/84 5-Punkt Untergruppe . .... wobei das Substrat kein Halbleiterkdrper ist, z.B. aus einem isolierenden Kérper besteht [2]
HO1L 21/86 6-Punkt Untergruppe ...... wobei der isolierende Kérper ein Saphir ist, z.B. eine Struktur Silicium auf Saphir, d.h. SOS [2]
HO1L 21/98 2-Punkt Untergruppe .. Zusammenbau von Bauelementen, die aus, in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildeten
Festkdrperschaltungselementen bestehen; Zusammenbau von integrierten Schaltungsanordnungen (HO1L
21/50 hat Vorrang) [2, 5]
HO1L 23/00 Hauptgruppe Einzelheiten von Halbleiter- oder anderen Festkérperbauelementen (HO1L 25/00 hat Vorrang)
HO1L 23/02 1-Punkt Untergruppe . Gehause; Abdichtungen (HO1L 23/12, HO1L 23/34 , HO1L 23/48 , HO1L 23/552 haben Vorrang) [2, 5]
HO1L 23/04 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch die Form [2]
HO1L 23/043 3-Punkt Untergruppe ... Gehduse mit einem Hohlraum und einer leitenden Grundplatte, die als Montagesockel und als Zuleitung
fur den Halbleiterkdrper dient [5]
HO1L 23/045 4-Punkt Untergruppe . wobei die anderen Zuleitungen isolierte Durchfihrungen durch die Grundplatte aufweisen [5]
HO1L 23/047 4-Punkt Untergruppe . wobei die anderen Zuleitungen parallel zur Grundplatte angeordnet sind [5]
HO1L 23/049 4-Punkt Untergruppe . wobei die anderen Zuleitungen senkrecht zur Grundplatte angeordnet sind [5]
HO1L 23/051 4-Punkt Untergruppe . wobei eine andere Zuleitung aus einer parallel zur Grundplatte angeordneter Deckplatte besteht, z.B.
Sandwich-Typ [5]
HO1L 23/053 3-Punkt Untergruppe ... Gehduse mit einem Hohlraum und mit einer isolierenden Grundplatte als Montagesockel fir den
Halbleiterkdrper [5]
HO1L 23/055 4-Punkt Untergruppe . wobei dei Zuleitungen durch die Grundplatte gehen [5]
HO1L 23/057 4-Punkt Untergruppe . wobei die Zuleitungen parallel zur Grundplatte angeordnet sind [5]
HO1L 23/06 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch das Material des Gehauses oder dessen elektrische Eigenschaften [2]
HO1L 23/08 3-Punkt Untergruppe . wobei das Material ein elektrischer Isolator ist, z.B. Glas [2]
HO1L 23/10 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch das Material oder die Anordnung der Abdichtung zwischen Teilen, z.B. zwischen den
Gehausekappen und der Grundplatte oder zwischen den Leitern und den Gehausewanden
HO1L 23/12 1-Punkt Untergruppe . Montagesockel, z.B. nicht lIdsbare isolierende Substrate [2]




Symbol

Typ

IPC 2010.01
HO1L 21/02

Titel

HO1L 23/13

HO1L 23/14

HO1L 23/15

HO1L 23/16

HO1L 23/18

HO1L 23/20

HO1L 23/22

HO1L 23/24

HO1L 23/26

HO1L 23/28

HO1L 23/29

HO1L 23/31

HO1L 23/32

HO1L 23/34

HO1L 23/36

HO1L 23/367

HO1L 23/373

HO1L 23/38

HO1L 23/40

HO1L 23/42

HO1L 23/427

HO1L 23/433

HO1L 23/44

HO1L 23/46

HO1L 23/467

HO1L 23/473

HO1L 23/48

HO1L 23/482

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

3-Punkt Untergruppe

1-Punkt Untergruppe

2-Punkt Untergruppe

.. gekennzeichnet durch die Form [5]
. gekennzeichnet durch das Material oder dessen elektrische Eigenschaften [2]
... Substrate aus Keramik oder Glas [5]
. Fillungen oder Hilfsmittel im Gehause, z.B. Zentrierringe (HO1L 23/42 , HO1L 23/552 haben Vorrang) [2, 5]

. Flllungen gekennzeichnet durch das Material oder dessen physikalische oder chemische Eigenschaften
oder dessen Anordnung innerhalb des vollsténdigen Bauelements [2]

... gasférmig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2]
. flUssig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2]
. fest oder gelartig bei der normalen Betriebstemperatur des Bauelements [2]

. mit Materialien, die Feuchtigkeit oder andere unerwiinschte Substanzen absorbieren oder mit ihnen
reagieren [2]

. Einkapselungen, z.B. Schutzschichten, L"Jberz(]ge (HO1L 23/552 hat Vorrang) [2, 5]
. gekennzeichnet durch das Material [5]
. gekennzeichnet durch die Anordnung [5]

. Befestigungsvorrichtungen zur Halterung des vollstandigen Bauelements beim Betrieb, z.B. I6sbare
Befestigungen (HO1L 23/40 hat Vorrang) [2, 5]

. Anordnungen zum Kiihlen, Heizen, Bellften oder zur Temperaturkompensation [2, 5]
.. Auswahl des Materials oder der Form, um die Kiihlung oder Heizung zu erleichtern, z.B. Warmesenken [2]
. wobei die Kihlung durch die Form des Bauelements bewirkt wird [5]
. wobei die Kihlung durch das gewahlte Material des Bauelements bewirkt wird [5]
. Klhleinrichtungen, die vom Peltier-Effekt Gebrauch machen [2]
. Montage- oder Befestigungsmittel fir I6sbare Kihl- oder Heizeinrichtungen [2]

. Fillungen oder Hilfsmittel in den Gehausen, die so ausgewahlt oder angeordnet sind, dass sie die Heiz-
oder Kihlwirkung erhéhen [2, 5]

. Klhlung durch Zustandsanderung, z.B. Verwendung von Warmerohren [5]
. Hilfsmittel, gekennzeichnet durch ihre Form, z.B. Kolben [5]

. das vollstandige Bauelement ist ganz in ein Gas oder eine FlUssigkeit - auBer Luft - eingetaucht (HO1L
23/427 hat Vorrang) [2, 5]

. unter Ausniitzung der Warmetbertragung durch stromende Gase oder Flissigkeiten (HO1L 23/42 , HO1L
23/44 haben Vorrang) [2]

... durch strémende Gase, z.B. Luft [5]
... durch strémende FlUssigkeiten [5]

. Anordnungen zur Stromleitung zu oder von dem im Betrieb befindlichen Festkdrper, z.B. Zuleitungen oder
Anschlisse [2]

.. bestehend aus Zuleitungsschichten, die untrennbar auf den Halbleiterkdrper aufgebracht sind [5]
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HO1L 23/485 3-Punkt Untergruppe ... die schichtweise aus leitenden und isolierenden Schichten aufgebaut sind, z.B. Planar- Kontakte [5]
HO1L 23/488 2-Punkt Untergruppe .. bestehend aus geldteten oder gebondeten Anordnungen [5, 2006.01]
HO1L 23/49 3-Punkt Untergruppe ... drahtférmig [5]
HO1L 23/492 3-Punkt Untergruppe ... Trager oder Platten [5]
HO1L 23/495 3-Punkt Untergruppe . Leiterrahmen [5]
HO1L 23/498 3-Punkt Untergruppe . Leiter auf isolierenden Substraten [5]
HO1L 23/50 2-Punkt Untergruppe .. flr integrierte Schaltungsanordnungen (HO1L 23/482-HO1L 23/498 haben Vorrang) [2, 5]
HO1L 23/52 1-Punkt Untergruppe . Anordnungen zur Stromleitung innerhalb des im Betrieb befindlichen Bauelements von einem
Schaltungselement zum anderen [2]
HO1L 23/522 2-Punkt Untergruppe . einschlieBlich externer Verbindungsleitungen, die aus einer mehrschichtigen Anordnung aus leitenden und
isolierenden Schichten aufgebaut und untrennbar an dem Halbleiterkdérper angebracht sind [5]
HO1L 23/525 3-Punkt Untergruppe . mit anpassbaren Verbindungsleitungen [5]
HO1L 23/528 3-Punkt Untergruppe ... Topografie der Verbindungsleitungen [5]
HO1L 23/532 3-Punkt Untergruppe ... gekennzeichnet durch die Materialien [5]
HO1L 23/535 2-Punkt Untergruppe . einschlieBlich interner Verbindungsleitungen, z.B. Unterkreuzungen [5]
HO1L 23/538 2-Punkt Untergruppe . wobei die Verbindungsleitungen zwischen mehreren Halbleiterbauelementen auf oder in isolierenden
Substraten angeordnet sind [5]
HO1L 23/544 1-Punkt Untergruppe . Markierungen auf Halbleiterbauelementen, z.B. Markierungen zu Kennzeichnungszwecken, Teststrukturen
[5]
HO1L 23/552 1-Punkt Untergruppe . Schutz gegen Strahlung, z.B. Licht [5]
HO1L 23/556 2-Punkt Untergruppe . gegen Alpha-Strahlung [5]
HO1L 23/58 1-Punkt Untergruppe . Strukturen von elektrischen Anordnungen fiir Halbleiterbauelemente, soweit nicht anderweitig vorgesehen
[5]
HO1L 23/60 2-Punkt Untergruppe .. Schutz gegen elektrostatische Auf- oder Entladung, z.B. Faraday-Kafig [5]
HO1L 23/62 2-Punkt Untergruppe .. Schutz gegen Uberstrom oder Uberlastung, z.B. Sicherungen, Nebenschliisse [5]
HO1L 23/64 2-Punkt Untergruppe . Impedanz-Anpassung [5]
HO1L 23/66 3-Punkt Untergruppe ... Hochfrequenz-Anpassung [5]
HO1L 25/00 Hauptgruppe Baugruppen, die aus einer Mehrzahl von einzelnen Halbleiter- oder anderen
Festkorperbauelementen bestehen (Bauelemente, die aus einer Mehrzahl von in oder auf einem
gemeinsamen Substrat ausgebildeten Festkorperschaltungselementen bestehen, HO1L 27/00;
Baugruppen aus fotoelektrischen Zellen HO1L 31/042) [2, 5]
HO1L 25/03 1-Punkt Untergruppe . wobei alle Bauelemente von einer Art sind, wie sie in der gleichen Untergruppe einer der Gruppen HO1L
27/00-HO1L 51/00 vorgesehen sind, z.B. Baugruppen aus Gleichrichter-Dioden [5, 2006.01]
HO1L 25/04 2-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente keine gesonderten Gehause besitzen [2]
HO1L 25/065 3-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe HO1L 27/00 vorgesehen ist [5]
HO1L 25/07 3-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe HO1L 29/00 vorgesehen ist [5]
HO1L 25/075 3-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe HO1L 33/00 vorgesehen ist [5]
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HO1L 25/10 2-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente gesonderte Gehause besitzen [2]

HO1L 25/11 3-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe HO1L 29/00 vorgesehen ist [5]

HO1L 25/13 3-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente von einer Art sind, wie sie in Gruppe HO1L 33/00 vorgesehen ist [5]

HO1L 25/16 1-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente aus Arten bestehen, wie sie in zwei oder mehr der Hauptgruppen HO1L 27/00-HO1L
51/00 vorgesehen sind, z.B. Hybrid- Schaltkreise [2, 2006.01]

HO1L 25/18 1-Punkt Untergruppe . wobei die Bauelemente aus Arten bestehen, wie sie in verschiedenen Untergruppen ein- und derselben
Hauptgruppe HO1L 27/00-HO1L 51/00 vorgesehen sind [5, 2006.01]

HO1L 27/00 Hauptgruppe Bauelemente, die aus einer Mehrzahl von in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildeten
Halbleiter- oder anderen Festkorperschaltungselementen bestehen [integrierte Schaltungen] (
deren Einzelheiten HO1L 23/00, HO1L 29/00-HO1L 51/00; Baugruppen, die aus einer Mehrzahl
einzelner Festkorperbauelemente bestehen HO1L 25/00) [2, 2006.01]

HO1L 27/01 1-Punkt Untergruppe . nur mit passiven Dinnfilm- oder Dickfilmschaltungselementen, die auf einem gemeinsamen isolierenden

Substrat ausgebildet sind [3]

HO1L 27/02 1-Punkt Untergruppe . mit Halbleiterschaltungselementen, besonders ausgebildet zum Gleichrichten, Verstarken, Schalten oder zur
Schwingungserzeugung mit wenigstens einer Potenzialsprung-Sperrschicht oder Oberflachensperrschicht;
mit integrierten passiven Schaltungselementen mit wenigstens einer Potenzialsprung-Sperrschicht oder
Oberflachensperrschicht [2]

HO1L 27/04 2-Punkt Untergruppe . wobei das Substrat aus einem Halbleiterkérper besteht [2]

HO1L 27/06 3-Punkt Untergruppe . mit einer Mehrzahl einzelner Schaltungselemente in sich nicht wiederholender Konfiguration [2]

HO1L 27/07 4-Punkt Untergruppe . wobei die Schaltungselemente einen gemeinsamen aktiven Bereich haben [5]

HO1L 27/08 3-Punkt Untergruppe . ausschlieBlich mit Halbleiterschaltungselementen einer Art [2]

HO1L 27/082 4-Punkt Untergruppe . ausschlieBlich mit bipolaren Schaltungselementen [5]

HO1L 27/085 4-Punkt Untergruppe . ausschlieBlich mit Feldeffekt- Schaltungselementen [5]

HO1L 27/088 5-Punkt Untergruppe ..... wobei die Schaltungselemente Feldeffekt-Transistoren mit isoliertem Gate sind [5]

HO1L 27/092 6-Punkt Untergruppe ...... Komplementére MIS- Feldeffekt-Transistoren [5]

HO1L 27/095 5-Punkt Untergruppe ..... wobei die Schaltungselemente Feldeffekt-Transistoren mit einem Schottky-Gate sind [5]

HO1L 27/098 5-Punkt Untergruppe . .... wobei die Schaltungselemente Feldeffekt-Transistoren mit einem PN-Sperrschicht-Gate sind [5]

HO1L 27/10 3-Punkt Untergruppe . mit einer Mehrzahl einzelner Schaltungselemente in sich wiederholender Konfiguration [2]

HO1L 27/102 4-Punkt Untergruppe . mit bipolaren Schaltungselementen [5]

HO1L 27/105 4-Punkt Untergruppe . mit Feldeffekt- Schaltungselementen [5]

HO1L 27/108 5-Punkt Untergruppe ..... Strukturen flir dynamische RAM-Speicher [5]

HO1L 27/11 5-Punkt Untergruppe ..... Strukturen flr statische RAM-Speicher [5]

HO1L 27/112 5-Punkt Untergruppe . .... Strukturen fir ROM-Speicher [5]

HO1L 27/115 6-Punkt Untergruppe ...... EPROM-Speicher [5]

HO1L 27/118 4-Punkt Untergruppe . integrierte Masterslice- Schaltungen [5]

HO1L 27/12 2-Punkt Untergruppe . wobei das Substrat kein Halbleiterkdrper ist, z.B. ein isolierender Kérper [2]

HO1L 27/13 3-Punkt Untergruppe ... kombiniert mit passiven Dlnnfilm- oder Dickfilmschaltungselementen [3]
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HO1L 27/14 1-Punkt Untergruppe . mit Halbleiterschaltungselementen, die auf Infrarot-Strahlung, Licht, elektromagnetische Strahlung kirzerer
Wellenlange als Licht oder Korpuskularstrahlung ansprechen und besonders ausgebildet sind, entweder fir
die Umwandlung der Energie einer derartigen Strahlung in elektrische Energie oder flr die Steuerung
elektrischer Energie durch eine derartige Strahlung (strahlungsempfindliche Schaltungselemente, die nur
mit einer oder mehreren Lichtquellen baulich verbunden sind HO1L 31/14; Verbindungen fir Lichtleiter mit
opto-elektronischen Bauelementen G02B 6/42) [2]
HO1L 27/142 2-Punkt Untergruppe . Bauelemente zur Energie-Umwandlung [5]
HO1L 27/144 2-Punkt Untergruppe . Strahlungsgesteuerte Bauelemente [5]
HO1L 27/146 3-Punkt Untergruppe .. Strukturen fir Bildaufnahmeeinheiten [5]
HO1L 27/148 4-Punkt Untergruppe . Ladungsgekoppelte Bildaufnahmeeinheiten [5]
HO1L 27/15 1-Punkt Untergruppe . mit Halbleiterschaltungselementen mit wenigstens einer Potenzialsprung-Sperrschicht oder
Oberflachensperrschicht, besonders ausgebildet zur Lichtemission [2]
HO1L 27/16 1-Punkt Untergruppe . mit thermoelektrischen Schaltungselementen mit oder ohne Kontaktstelle zwischen ungleichen Materialien;
mit thermomagnetischen Schaltungselementen (unter Ausnutzung des Peltier-Effektes nur zum Kiihlen von
Halbleiter- oder anderen Festkérperbauelementen HO1L 23/38) [2]
HO1L 27/18 1-Punkt Untergruppe . mit Schaltungselementen, die Supraleitung zeigen [2]
HO1L 27/20 1-Punkt Untergruppe . mit piezoelektrischen Schaltungselementen; mit elektrostriktiven Schaltungselementen; mit
magnetostriktiven Schaltungselementen [2, 7]
HO1L 27/22 1-Punkt Untergruppe . mit Schaltungselementen, die galvanomagnetische Effekte, z.B. den Hall-Effekt, ausnutzen; die ahnliche
Magnetfeld-Effekte ausnutzen [2]
HO1L 27/24 1-Punkt Untergruppe . mit Festkdérperschaltungselementen zum Gleichrichten, Verstarken oder Schalten ohne Potenzialsprung-
Sperrschicht oder Oberflachensperrschicht [2]
HO1L 27/26 1-Punkt Untergruppe . mit Schaltungselementen, die einen durch einen Volumen-Effekt bedingten negativen Widerstand zeigen [2]
HO1L 27/28 1-Punkt Untergruppe . mit Schaltungselementen, die organische Materialien oder eine Kombination von organischen Materialien
mit anderen Materialien als aktives Medium aufweisen [2006.01]
HO1L 27/30 2-Punkt Untergruppe . mit Schaltungselementen, besonders ausgebildet um auf Infrarot-Strahlung, Licht, elektromagnetische
Strahlung kirzerer Wellenlange als Licht oder Korpuskularstrahlung anzusprechen; mit
Schaltungselementen, besonders ausgebildet, entweder flr die Umwandlung der Energie einer derartigen
Strahlung in elektrische Energie oder fiir die Steuerung elektrischer Energie durch eine derartige Strahlung
[2006.01]
HO1L 27/32 2-Punkt Untergruppe . mit Schaltungselementen, besonders ausgebildet zur Lichtemission, z.B. Flachbildschirme mit organischen
LED [2006.01]
HO1L 29/00 Hauptgruppe Halbleiterbauelemente, besonders ausgebildet zum Gleichrichten, Verstarken, Schalten oder zur
Schwingungserzeugung mit wenigstens einer Potenzialsprung-Sperrschicht oder
Oberflachensperrschicht; Kondensatoren oder Widerstande mit wenigstens einer
Potenzialsprung-Sperrschicht oder Oberflachensperrschicht, z.B. PN-Ubergang mit Verarmungs-
oder Anreicherungsschicht; Einzelheiten von Halbleiterkorpern oder von Elektroden auf diesen
Halbleiterkérpern (HO1L 31/00-HO1L 47/00 , HO1L 51/05 haben Vorrang; andere Einzelheiten als
die von Halbleiterkorpern oder von Elektroden auf diesen Halbleiterkérpern HO1L 23/00;
Bauelemente, die aus einer Mehrzahl von in oder auf einem gemeinsamen Substrat ausgebildeten
Festkorperschaltungselementen bestehen HO1L 27/00) [2, 6]
HO1L 29/02 1-Punkt Untergruppe . Halbleiterkdrper [2]
HO1L 29/04 2-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch ihre kristalline Struktur, z.B. polykristallin, kubisch oder besondere Orientierung von
Kristallflachen (gekennzeichnet durch physikalische Gitterfehler HO1L 29/30) [2]
HO1L 29/06 2-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch ihre Form; gekennzeichnet durch die Formen, relativen GréBen oder Anordnungen

der Halbleiterbereiche [2]
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HO1L 29/08 3-Punkt Untergruppe . mit einer den gleichzurichtenden, zu verstarkenden oder zu schaltenden Strom flihrenden Elektrode, die
Teil eines Halbleiterbauelements mit drei oder mehr Elektroden ist [2]

HO1L 29/10 3-Punkt Untergruppe . mit einer nicht den gleichzurichtenden, zu verstarkenden oder zu schaltenden Strom fiihrenden Elektrode,
die Teil eines Halbleiterbauelements mit drei oder mehr Elektroden ist [2]

HO1L 29/12 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch die Materialien, aus denen sie bestehen [2]

HO1L 29/15 3-Punkt Untergruppe . Strukturen mit periodischer oder quasi-periodischer Potenzial-Anderung, z.B. mehrfache Quantum-Well-
Strukturen, Ubergitterstrukturen (Anwendungen solcher Strukturen zur Steuerung von Lichtstrahlen GO2F
1/017 , Anwendungen in Halbleiterlasern HO1S 5/34) [6]

HO1L 29/16 3-Punkt Untergruppe . nur mit Elementen der vierten Gruppe des Periodensystems in elementarer Form, abgesehen von
Dotierungsmaterialien oder anderen Fremdstoffen [2]

HO1L 29/161 4-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehr der in HO1L 29/16 vorgesehenen Elemente [2]

HO1L 29/165 5-Punkt Untergruppe ..... in verschiedenen Halbleiterbereichen [2]

HO1L 29/167 4-Punkt Untergruppe . ... ferner gekennzeichnet durch das Dotierungsmaterial [2]

HO1L 29/18 3-Punkt Untergruppe . nur mit Selen oder Tellur, abgesehen von Dotierungsmaterialien oder anderen Fremdstoffen [2]

HO1L 29/20 3-Punkt Untergruppe . nur mit A, B,-Verbindungen, abgesehen von Dotierungsmaterialien oder anderen Fremdstoffen [2, 6]

HO1L 29/201 4-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehr Verbindungen [2]

HO1L 29/205 5-Punkt Untergruppe ..... in verschiedenen Halbleiterbereichen [2]

HO1L 29/207 4-Punkt Untergruppe . ... ferner gekennzeichnet durch das Dotierungsmaterial [2]

HO1L 29/22 3-Punkt Untergruppe . nur mit A B,,-Verbindungen, abgesehen von Dotierungsmaterialien oder anderen Fremdstoffen [2]

HO1L 29/221 4-Punkt Untergruppe . mit zwei oder mehr Verbindungen [2]

HO1L 29/225 5-Punkt Untergruppe ..... in verschiedenen Halbleiterbereichen [2]

HO1L 29/227 4-Punkt Untergruppe . ... ferner gekennzeichnet durch das Dotierungsmaterial [2]

HO1L 29/24 3-Punkt Untergruppe . nur mit anorganischen Halbleitermaterialien, soweit diese nicht in HO1L 29/16, HO1L 29/18, HO1L 29/20
oder HO1L 29/22 vorgesehen sind, abgesehen von Dotierungsmaterialien oder anderen Fremdstoffen [2]

HO1L 29/26 3-Punkt Untergruppe . nur mit Elementen, soweit diese in zwei oder mehr der Gruppen HO1L 29/16 , HO1L 29/18 , HO1L 29/20,
HO1L 29/22 , HO1L 29/24 vorgesehen sind, abgesehen von Dotierungsmaterialien oder anderen
Fremdstoffen [2]

HO1L 29/267 4-Punkt Untergruppe . in verschiedenen Halbleiterbereichen [2]

HO1L 29/30 2-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch physikalische Gitterfehler; mit polierten oder aufgerauten Oberflachen [2]

HO1L 29/32 3-Punkt Untergruppe . mit Gitterfehlern im Halbleiterkérper [2]

HO1L 29/34 3-Punkt Untergruppe . mit Gitterfehlern an der Oberflache [2]

HO1L 29/36 2-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch die Konzentration oder Verteilung der Fremdstoffe [2]

HO1L 29/38 2-Punkt Untergruppe . gekennzeichnet durch die Kombination von Merkmalen, soweit diese in zwei oder mehr der Gruppen HO1L

29/04 , HO1L 29/06 , HO1L 29/12 , HO1L 29/30, HO1L 29/36 vorgesehen sind [2]

HO1L 29/40 1-Punkt Untergruppe . Elektroden [2]

HO1L 29/41 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch ihre Form, relative GréRe oder Anordnung [6]

HO1L 29/417 3-Punkt Untergruppe . wobei die Elektroden den gleichzurichtenden, zu verstarkenden oder zu schaltenden Strom flihren [6]
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HO1L 21/02
Symbol Typ Titel
HO1L 29/423 3-Punkt Untergruppe . wobei die Elektroden den gleichzurichtenden, zu verstarkenden oder zu schaltenden Strom nicht fiihren
[6]
HO1L 29/43 2-Punkt Untergruppe .. gekennzeichnet durch das Material, aus dem sie bestehen [6]
HO1L 29/45 3-Punkt Untergruppe ... Ohm'sche Elektroden [6]
HO1L 29/4